Respuesta en Frecuencia con FET
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Frecuencia de Corte en Alto
MosFET: MRF150
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DYNAMIC CHARACTERISTICS
Input Capacitance (Vps = 50 V, Vgs = 0, f= 1.0 MHz) &ciss ) — 400 - pF
Cutput Capacitance (Vpg =50 V, Vgg = 0.f = 1.0 MHz) Coss — 240 — pF
Reverse Transfer Capacitance (Vpg = 50V, Vg = 0, f= 1.0 MHz) ( Cres ) — 40 — oF
Cgq = 40 pF
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Respuesta en alta frecuencia del transistor Bipolar
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Disefie el siguiente circuito:

* R1, R2 y RE para maxima excursion simétrica para un ICQ de 10 mA

*Cc y Ce para una frecuencia de corte en bajo de 10 Hz

*Obtenga diagrama de Bode completo (en altas y bajas frecuencias) para los valores tipicos del
transistor que da el fabricante

Indicaciones: El trabajo debe incluir todo el desarrollo tedrico, mostrando la funcién de transferencia
completa (IL/li). Debe seleccionar un transistor comercial y adjuntar las especificaciones y marcar
todas aquellas caracteristicas que estan en las especificaciones del transistor y que utilizé en su
disefio.

*Nota: El transistor presentado por cada alumno debe ser diferente al de los compafrieros
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